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Correction Série d’Exercices N° 3

Exercice n°1

caracteristique ' R
statique

Droite decharge E by

Vo E Vp T Vg

Caractéristique de la diode + Droite de charge

2. Détermination de la résistance dynamique de la diodeR,

A partir de deux points pris dans la partie rectiligne de la caractéristique, on calcule la résistance

dynamique Rd de la diode

AV, 0.7-06 0.55V

“Al,  3-1

R, =5.1072Q

3. Déterminer la tension de seuil Vg

Pour les calculs pratiques, on obtient la valeur approximative de Vs en prolongeant la partie
linéaire de la caractéristique directe jusqu’a I’intersection avec 1’abscisse, on trouve Vs = 0.55V
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3. Sachant que la puissance maximale dissipé est R, = 3W ,calculer I,,,, etV ..
Prax = VimaxImax = (Ralmax + Vs)Imax

0.051%,,5; + 0.550,,,, —3 =10

Inax = 0.44 = V... = 0.75V

4. Lavaleur de E pour que la droite de charge passe par le point (V, = OV et I, = 4A)
L’équation de la droite de charge est :E = V4 + Rl

Vp=0V etly=4A=E =1.3V

v Ladroite de charge passe par les points m(0V,44) et n(1.3V,04)

v T’intersection du caractéristique statique de la diode avec la droite de charge donne le point de

fonctionnement P,(0.65V, 24)
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Exercice n°2

Figure 2

Le calcul de courant qui circule dans la diode

La diode est passante :

R
| S |
Hr:
[J Ry - - R1R,
Th R1+R2
LY
| S |
A . _ _Re
| T [1 Ry T Vin = 23k, Ve
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Ry

Vin = VRTh +Vp=>Vrp=Rypplp +Vp

Vrn —Vp
=Ilp=—7—
Rrp
5.57-0.6
AN :VTh=8.57V 'RThE 143Q , ID :T=003A
VRZ = VD ’VRl = Ve - VRZ
Exercice n°3
D2 est passante dans ce cas le potentiel au point
d'intersection entre R et D1 devient égal a 60 V
D
. R 1
ce qui bloque D1 ﬂ ~
a) La diode D, est bloquée. | 4
b) La diode D, est passante — U 4D|_ 100V
E=200V —+
c)U = 200V — 60V = 140V. D7
60V
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Exercice n°4 R
Vs
- - D
1. latension de sortie V; vg(@
V,=RI+V,
T
VtVy =E , Vg potentiel de Kathode —— —
T -
[O E] : V, = 0 Alternance positive

[0 t;]: V, < E = ladiode D est bloquée = le courant] =0=1V, =V,

[t; t,]: V, = E = ladiode D est passante = V, =V, + E
T . 7
[tz 3] : V, < E = ladiode D est bloquée = lecourantl =0=1V, =1,

E T] : Ve < 0 Alternance négative

la diode D est bloquée = lecourantl =0=1V, =1,

A
Ve

E+V, \/

1 t, T T

~+V

N
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Exercice n°5

R,g 1 R
— > :
VQ 1')} : 1I"S
1 S
Circunt
D D» ' ;
: T, 1:RL fragile
v
1
L e e e
Figure 2

Ce montage est utilisé pour protéger des circuits fragiles qui n'admettent pas des tensions d'entrée
supérieures a 600 mV.

On place deux diodes montées téte-béche en paralléle sur la charge du générateur.

[0 ;] : V., = 0 Alternance positive : D, est bloquée.

La valeur positive de la tension d'entrée est supérieure a la tension de seuil de D; celle-ci devient
passante alors que D, est bloquée.

La diode D, est bloquée < La branche de la diode D, peut étre enlevée
V, =RJ+V,
[0 t1]: V; < Viy = ladiode D, est bloquée =

Ry
RL+Rs

les résistances R; et Rg sont en série =V, = I, Danslecasou R K R, = Vs =1,

[t; t,]: Vi = Vsouin = la diode D est passante = V, = Vol

T
[tz ?] 2 Vi < Vsenpii = la diode D est bloquée = le courant = 0=V, =1,
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